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はじめに 電気化学反応を介して Ag などの活性金属イオンが固体電解質である非晶質カルコゲ

ナイド中を移動する現象は，興味深い物理現象としてのみならず，センサー，メモリなど広い応

用をもつ現象として活発に研究されている。我々は代表的な相変化材料であり，Blu-ray，不揮発

メモリなどに応用されている Ge-Sb-Te 系薄膜と Ag の電気化学反応について研究を進め，導電性

フィラメントの in-situ 観測[1]，ファラデー電流の観測[2]などにより，本材料系中における Ag イ

オンの移動を実証してきた。本講演では，電気化学反応に基づいたナノ構造作成とマイクロ波逓

倍器、放射線センサーなどの応用に向けた取り組みを紹介する。 
結果と考察 Fig. 1(a)に非晶質GeTe薄膜上に成膜したAg電極間に電圧印加した際のAgフィラメ

ントを示す。電気化学反応により Ag イオンが生成され，電場により陰極側へドリフトし陰極側

からフィラメントが成長している。Ag の移動（拡散）は電圧印加のない場合でも生じ，膜厚 50 nm
の Ag からは室温で約 50 μm 程度の拡散が観測された [Fig. 1(b)] 。このような Ag の電気化学反

応はナノ構造作成に応用できる。微粒子のテンプレートを用い，アモルファス[3]および単結晶の

Ag2Te ナノワイヤを作成した。Ag との電気化学反応は電圧印加や可視光照射のみならず γ 線の照

射によっても促進される。不可逆な Ag の拡散促進[Fig. 1(c)]及び可逆な抵抗変化[Fig. 1(d)]を見出

した。放射線センサーなどへの応用を目指し研究を進めており，これらを報告する。 

Fig. 1: (a) Optical image of Ag filaments grown by applying a bias voltage of 10 V. TOF-SIMS 
images representing Ag concentration (b) before and (c) afterγ-ray irradiation with a total dose 
of 1kGy. (d) Resistance variation with and withoutγ-ray irradiation at a dose rate of 2kGy/h. 
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